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Powielacz czestotliwosci, zwlaszcza do wspdtpracy z ukladami logicznymi

Przedmiotem wynalazku jest powielacz czestotliwosci zwiaszcza do wspdipracy z uktadami logicznymi,

wykonany w postaci rezonansowego wzmacniacza tranzystorowego i stosowany w uktadach syntezy czestotli-

wosci.
Wznanym powielaczu czgstotliwosci rownolegly obwdd rezonansowy wiaczony jest w obwdd kolektora

tranzystora wzmacniajacego, ktérego baza potaczona jest ze Zrédtem napigcia sterujacego powielaczem a emiter
potaczony jest z bramka logiczng poprzez uktad formujgcy, ktdry zawiera czton dopasowujacy impedancje oraz
klucz tranzystorowy albo przerzutnik Schmitta. Na baze tranzystora wzmacniajacego podawane jest napigcie
sterujace o czgstotliwosci podstawowej, natomiast obwdd rezonansowy nastrojony jest na zadana wielokrotnosé
czestotliwosci tego napigcia sterujacego. Uktad formujacy ksztaltuje napigcie wyjsciowe powielacza w postaé"

fali prostokatnej, co jest niezbgdne do wspStpracy powielacza z uktadami logicznymi.
W powielaczu tym brak jest prostego sposobu regulacji szerokosci impulséw fali prostokatnej napigcia

wyjsciowego i kluczowania tego napigcia. Ponadto wymagane sg co najmnijej dwa rézne co do wielkosci napigcia,
z ktérych wigksze przeznaczone jest do zasilania wzmacniacza rezonansowego a mniejsze do zasilania uktadéw
logicznych. Koniecznos¢ stosowania uktadu formujacego zwigksza koszt wykonania powielacza.

Istota powielacza wedtug wynalazku jest to, ze réwnolegly obwdd rezonansowy, ztozony z indukcyjnosci

i dzielonej pojemnosci nastrojony na czestotliwosé napigcia sterujacego powielaczem, wiaczony jest w obwéd
bazy tranzystora wzmacniajacego, ktorego emiter polgczony jest bezposrednio z wejsciem sterujagcym bramki
logicznej, przy czym Zrédto napigcia polaryzujacego baz¢ tranzystora wigczone jest w obwdd bazy tego tranzys-
tora poprzez wymieniony, réwnolegty obwdd rezonansowy.

Wynalazek umozliwia formowanie napigcia wyjsciowego powielacza do postaci fali prostokatnej, o unormo-

wanych dla danego typu elementéw logicznych wartosciach amplitudy, za pomocg znacznie mniejszej liczby
elementéw niz w znanych uktadach powielaczy. Wynika to z braku koniecznosci stosowania rozbudowanego
uktadu formujacego oraz ukiadu dopasowujgcego impedancje. Zaleta powielacza jest prosty sposob regulacji
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szerokosci impulséw napigcia wyjsciowego, polegajacy na zmianie polaryzacji bazy tranzystora wzmacniajacego,
jak réwniez mozliwos¢ wykorzystania dodatkowego wejscia bramki logicznej do modulacji napigcia wyjsciowego
powielacza poprzez kluczowanie. Ponadto powielacz wymaga tylko jednego Zrédta napigcia zasilajacego.

Powielacz wedtug wynalazku uwidoczniono w przyk&adzw wykonania na rysunku przedstawiajacym jego
schemat ideowy.

Réwnolegty obwdd rezonansowy wiaczony jest wobwod bazy tranzystora wzmacniajacego T. W jednej
gatezi tego obwodu rezonansowego znajduje si¢ indukcyjnosé L, a w drugiej dwie szeregowo potaczone pojem-
nosci C1 iC2. Pierwsza pojemnos¢ C1 jest mniejsza od pojemnosci drugiej C2. Wspolny punkt P1 tych pojem-
nosci potaczony jest poprzez rezystor R1 ze Zrddtem napigcia Us sterujacego powielaczem. Wspdlny punkt P2
indukcyjnosei L i mniejszej pojemnosci C1 polaczony jest z bazg tranzystora T. Punkt wspélny P4 indukcyjnosci
L i wigkszej pojemnosci C2, oznaczony réwniez jako punkt P3, potaczony jest ze Zrédtem napigcia Ub polaryzu-
jacego baze tranzystora T oraz, poprzez pojemnosé C3, z z potencjatem ziemi Z. Emiter tranzystora T potaczony
jest bezposredmo z wejsciem sterujacym a bramki logicznej G oraz, poprzez rezystor R2, z potencjatem ziemi Z.
Pomigdzy wejécie modulujace b bramki logicznej G a potencjal ziemi Z wtaczone jest Zrédto napiecia Um
modulujacego napigcie wyjsciowe powielacza. Kolektor tranzystora T potaczony jest bezposrednio ze Zrédtem
napjgcia Uk zasilajacego powielacz.

Napigcie sterujgce Us powielacza, posiadajace posta¢ ciggu impulséw prostokatnych i zawierajace sktadowa
zmienng o czgstotliwosci hliskiej rezonansowej, podaje si¢ na wejscie We powielacza, poprzez umieszczony w ba-
zie tranzystora wzmacniajacego T réwnolegly obwdd rezonansowy. Dzigki temu na bazie tranzystora T pojawia
si¢ napigcie sinusoidalne o zwielokrotnionej czgstotliwosci. Po zatyczeniu napigcia Uk zasilajacego powielacz
i napigcia Ub polaryzujacego baze tranzystora T, na rezystorze R2 pojawia si¢ napiecie sterujgce wejsciem
sterujacym a bramki logicznej G.

Tranzystor T zapewnia separacje i dopasowanie impedancji pomigdzy obwodem rezonansowym a wejsciem
bramki logicznej G. Na wyjsciu ¢ bramki logizznej G, stanowigcym wyijscie Wy powielacza pojawia si¢ napigcie
wyjsciowe Uw powielacza. Ma ono postaé ciggu impulsow: prostokatnych o amplitudzie uzaleznionej od uktadu
elektrycznego bramki G i szerokosciach impulséw wspotzaleznych od napiecia Ub polaryzujacego baze tranzys-

"~ tora T.

Napigcie Um, modulujace napigcie wyjsciowe Uw powielacza, ma postaé impulséw prostokatnych o czasie
trwania znacznie wigkszym niz czas trwania impulséw napiecia wyjsciowego Uw. Podanie tego napigcia na
. wejscie modulujace b bramki G umozliwia kluczowanie napigcia wyjsciowego Uw powielacza.

Zastrzezenia patentowe

1. Powielacz czgstotliwosci, zwtaszcza do wspdipracy z uktadami logicznyrr;i, posiadajacy  réwnolegty
obwdd rezonansowy ztozony z indukcyjnosci i dzielonej pojemnosci nastrojony na wielokrotnos¢ czestotliwosci
napigcig sterujacego powielaczem z wykorzystaniem wtornika emiterowego jako wzmacniacza oraz typowej,
tranzystorowej bramki logicznej, znamienny ty m, ze réwnolegty obwdod rezonansowy wiaczony jest
w obwdd bazy tranzystora wzmacniajacego (T), ktdrego emiter potaczony jest bezposrednio z wejsciem steruja-
cym (a) bramki logicznej (G), przy czym zrédto napigcia (Ub) polaryzujacego baze tranzystora (T) wiaczone jest
w obwdd bazy tego tranzystora (T), poprzez wymlemony réwnoleglty obwod rezonansowy.

2. Powielacz wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze baza tranzystora (T) potaczona jest poprzez
indukcyjnosé (L) i pojemnosé (C3) z potencjatem ziemi (Z), a réwnolegle do indukcyjnosci (L) przytaczona jest
galaZz ztozona z mniejszej pojemnosci (C1) i wigkszej pojemnosci (C2), przy czym wspdlny punkt (P1) tych
pojemnosci (C1) i (C2) potaczony jest poprzez rezystor (R1) ze Zrédtem napiecia (Us) sterujacego powielaczem,
a wspolny punkt (P4) indukcyjnosei (L) i wigkszej pojemnosci (C2) potgczony jest ze Zrédtem napigcia (Ub)
polaryzujacego baze tranzystora (T).

3. Powielacz wedtug zastrz. I, znamienny ty m,ze pomigdzy dodatkowe wejscie sterujace (b) bram-
ki logicznej (G) a potencjat ziemi (Z) wlaczone jest Zrédlo napigcia (Um) modulujacego napigcie wyjsciowe
(Uw) powielacza.
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